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AIUU{AI{ I(EPADA CAI.ON:

Sila pasttkan bahawa kertas peperllrsaan lnl mengandungl 7 muka surat
beserta L,ampiran (l muka surat) bercetak dan ENAII{ f6l soalan sebelum anda

memulakan pepertksaan tnl.

o Jawab SEMUA soalan.

Aglhan markah bagt setiap soalan dlbertkan dl sut sebelah kanan sebagat

peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan

berkenaan.

Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysla.
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Di atas lalah lttar perlngkat 'a conlllct-free Manchester carry-bypass '.

Isyarat-lsyarat yar4 dlfanakan adalah Go, Gl, G2, G3 dan lsyarat-tsyarat

perambat adalah Po, Pl ,PZ Ps.Cq talah bawa-masuk (carry - tn) dan Cg

bawa-keluar (carry - out). Carllah tsyarat'tsyarat T1, Tz , TS sebagat

f(Pr , G0 ' s supaya cuma satu darlpada TGl, TG2, dan TGS dlakttfkan

pada suatu nrasa.
(r2%l
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Masa-lengah (delay - ttme) pensulsan untuk nyah cas suatu pemuat C;

melalul suatu MOSFET dtbertkan sebagai

l^
TD =,o { z :9 * hg (l-+omN)}- i l-tlnil{ l

Dl mana

to =,;*ft vr*l ' rlmN= W

Vtrn = Voltan Ambang (threshold voltagle) NMOS

Voo = Votlian permulaari'nieltntasl Ct
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lengah tarlk-bawah

yarg dltunJulckan dt

= Fn Cox

Cartlah suatu pernyataan (expresslon) untuk

(pull-down delay) suatu rantal NMOS FET sepertt

bawah:
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'H'

,H,
Voltan Dermu}aan

Oa=OS=OC=OO=Ol=VDD

q,

(1e%)

Dt bawah talah suatu lttar untuk'totally self checlrtng'$et CMOS

Apakah Fr, Fe blla CK = LO$t

(2%)

carllah satu set vektor uJtan (test vectors) untuk mengesan

kerosakan (faults) dan tunJuftkan ntlal keluaran (Ft, F21 untuk

operast get rosak dan tanpa - rosak {fault-free) semasa Ql( = 'Hlt['.

(0 putus (break) di Bl
(t0 putus (breald dlBtt ," _
(ttt) P3'stuck - 0N ?S
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Vnp

(r2%l

(a) Lakarkan litar yang telah dtbentangkan sepertl dt Lamptran A.

Namalsn kegunaan litar tnl.

(10q6)

Iakarkan bentangan yang diperbalkt menggunakan tatatanda 'stlck
dlagram' untuk mengurangkan keluasan bentangan dan btl,angan

nod-nod yang tersambung. Gunakan warna-warna untuk
'sttck-dlagram'

(60'6)
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(d Anggarkan lebar logam rel - pembekal (dalam prn) Vpp

dan Vgg, Jtka seJumlah IOO get dlsambungkan secara kaskod

(cascade) sepertt yang dtberlkan dt bawah:

Dlbertkan had ketumpatan arus, J = 2mAlqm2

(5%)

(a) Carllah dan lukiskan suatu perlaksanaan 'VLSI systoltc array'

untuk'lrrflntte Impulse response dlglttal {Ilter' yang berlkut.

ytn) = Co{n) + Crx(n-l) + Cz {n-2) + Cs x{n-3)

- dry(n- l) - & y(n-31

(8%l

(b) Dengan gambaraJah tunJulckan penglraan untuk SJangka-masaJam
(8 clock pertods) bermula darlpada ststem set semulia (reset).

(8%)

(c) Jika dilaksanakan dl atas slltkon. apakah had-had kelaJuan Jam

VISI systollc array'lnl. FrFt .

( 't' (3%)
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(a) Apakah bocor sub-amban$ (subthreshold leakage)?
(2%l

(b) Dl atas talah lttar 'cMos Dlnamlk'. Apakah syarat untuk
menghalaqg kegagalan yang dtsebabkan oleh bocor sub-arnbang.

(3%)

(c) Carllah nlsbah arus sallr ke pemuat sallr untuk 3 stmktur MOSFEtr

yang dltunJukkan dt bawah.
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lEl - sentuh
('contact')

Vnp

+

Ca = 3 x 10-a PF/pm2 ('bonom capacitance') f] - rcsapan ('dtffuston')

cp = 3 x 10-a PF/pm (' sidewall capaciance' ) @ -'9olY'

W=X=sltm

7E
Anrs tepu per unlt lebar J = l5O pe/ 1un

(6%)
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(d) Adakah pemuat sallr (drain capacltance) suatu pemuat susutan

(depletton) atau pemuat resapan ('dffuslon')

{e) Jelaskan dengan persamaan-peramaan anggaran kesan ketepuan

halaJu hanyut dt dalam MOSFET.

- oooOooo -
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